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【はじめに】 Siに希土類元素Ceを添加したp型のSi:Ce薄膜が強磁性的な挙動を示すことから、

Siベースの希薄磁性半導体としてCe添加による磁気特性や電気特性への影響について興味を

持って研究を行っている。これまでに、キャリアタイプを変化させることによって Si:Ce薄膜

の磁気特性が変化することを報告している 1)。電界効果を用いたキャリアタイプやキャリア濃

度の制御に関しては、絶縁体層に強誘電体や high-k 等の酸化物誘電体薄膜を用いた検討を行

ってきた。この場合には、誘電体の成長温度が高く、Si:Ce 薄膜中でのシリサイド形成や Ce

の酸化などの界面劣化の問題が顕在化した 2)。今回、低温成長が可能な有機強誘電体

P(VDF-TeFE)を用いた電界効果素子の検討を行い、N 型 Si:Ce 薄膜において反転層の形成を確

認したので報告する。 

【実験方法】Si ホモエピタキシャル薄膜及び Si:Ce 薄膜は固体ソース MBE 法を用いて SOI(001)

基板上に作成した。この試料をホール素子形状に加工し、スピンコート法を用いて

P(VDF-TeFE)＜ (株 )ダイキン工業＞を製膜した。

P(VDF-TeFE)は Diethyl carbonate を用いて溶解させ、ス

ピンコートした後結晶化させた。その後、真空蒸着法

を用いて Al電極を作成した。 

【結果及び考察】ホールバー形状に加工した P 型 SOI基板

上に P(VDF-TeFE)を製膜し、Si チャネル TFT を作製し

た。この Si-TFT の ID-VG特性を Fig.1に示す。蓄積・空

乏・反転層の形成が確認でき、キャリア反転に成功し

た。次に、SOI基板上に作製した N 型 Si:Ce薄膜をホー

ルバー形状に加工した後に P(VDF-TeFE)を製膜し、

Si:Ce-TFT を作製した。その C-V 特性の結果を Fig.2 に

示す。C-V 特性に周波数依存性が観測され、負バイアス

側の静電容量が増加していることから、反転層が形成

していることが分かる。当日は、Si:Ce薄膜を用いた TFT

におけるキャリア制御及び磁気・伝導特性について議

論する。 
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Fig.1 ID-VG and Gate leakage 
current of Si-TFT using 

(100)SOI substrate 

Fig.2 C-V properties of 
Si:Ce-TFT   

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

28a-A8-8

10-098


